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【はじめに】可視光応答型光触媒と太陽光を利用した光水分解による水素エネルギー生成への期

待が高まっている．TiO2 は紫外領域でしか光吸収を示さないが，窒素をドープすることで可視光

応答性を獲得することが知られている [1]．窒素を高濃度にドープするには，固相の窒素源が有効

と考えられている [2]．そこで我々は，原料ターゲットに TiN を用いたパルスレーザ堆積法によ

り，チタン酸窒化物薄膜を系統的に作製し，光学特性を評価したので報告する． 

【実験】チタン酸窒化物薄膜は，α-Al2O3(0001)基板上に作製した．基板温度を 500 °C に固定し，

酸素分圧を 1×10−5 Torrから 1×10−3 Torrまで変化させた．X 線回折により薄膜の結晶構造を，紫外

可視近赤外分光法により光学特性を評価した． 

【結果】作製した薄膜は酸素分圧の上昇に伴って青緑色から茶色へと変化した（Fig. 1）．薄膜の吸

収スペクトルから，酸素分圧の上昇に伴い 1.5 eV 付近の d-d 遷移と考えられるピークが小さくな

る挙動が見られた（Fig. 2）．吸収スペクトルの 0 eV への外挿から，酸素分圧 4×10−5 Torrを境に金

属から半導体へと物性が変化していることがわかった．これら半導体的なチタン酸窒化物薄膜は

2.5 eV付近に吸収端を示すことから，可視光領域に高い応答性を持つと考えられる．発表では，X

線回折測定による構造解析や，蛍光 X 線分析による薄膜中の窒素組成についても報告する． 
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Fig. 2 Absorption spectra of the titanium oxynitride 
films grown under various oxygen partial pressure. 

Fig. 1 Photographs of titanium oxynitride films 
grown under various oxygen partial pressure. 
The spacing of thin gridlines is 1 mm. 
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